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論 文 内 容 の 要 旨 
 τ型有機伝導体τ-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)2(AuBr2)1+y (OOSS-AuBr2) は低温領域で磁性元素を含まないにもか
かわらず、強磁性的な振る舞いを示す興味深い物質である。この磁性は輸送現象に影響を与えるが、転移温度
（Tc）での電気抵抗率の変化はわずかである。またこの塩は結晶化の際に溶媒（CH2Cl2）からCl元素が混入する
ことをEPMAから明らかにした。OOSS-AuBr2の新規類似塩、τ-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)2(AuCl2)1+y (OOSS-AuCl2) は
不純物の混入が無く、Tc＝20Kにおいて電気抵抗率に鋭い抵抗上昇が観測されるため、磁性と伝導の関係を明ら
かにする上で、より良い物質であるといえる。本研究では、この物質の基底状態を様々な観点から研究した。 
 電気抵抗率（Tc＝20K）に見られる異常は転移温度以下でも金属性が観測され、NbSe3のCDW転移に良く似てい
る。しかし、低温Ｘ線振動写真からはTc前後で有意な変化はなかった。 
 磁気抵抗の温度依存性からは、この抵抗上昇が磁場で抑制されること、転移温度Tcがわずかに上昇すること
が明らかとなった。これは平均場理論では理解できない。このことから、この抵抗上昇は散乱機構の変化によ
って引き起こされたことを導き出した。 
 磁化率の温度依存性はTcにピーク（カスプ）状の異常を持つ。Tc以下で磁場中冷却（FC）と無磁場冷却（ZFC）
に違いが現れること、磁化曲線にわずかな飽和が観測できること、残留磁化が観測されることから、OOSS-AuBr2
と同様に強磁性が出現することが明らかとなった。 
 磁気抵抗のヒステリシスから、散乱は強磁性ドメイン境界における散乱であることを明らかにした。強磁場
下ではドメイン境界が減少し散乱が抑えられ、量子振動効果（SdH効果）が観測された。強磁場下では系は大変
きれいである（TD＝1.5K）。 
 基底状態の候補は反強磁性に付随した強磁性もしくは、スピングラスである。 
 本研究では、面間電気抵抗率の50 Kに見られる幅広い異常に関しても磁気抵抗、電気抵抗率の圧力効果から
議論している。 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本研究は、擬２次元有機伝導体τ-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)2(AuBr2)1+yとτ-EDO-S,S-DMEDT-TTF)2(AuCl2)1+yの低温
電子状態に関するものである。 
 τ型有機伝導体τ-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)2(AuBr2)1+y、略して（OOSS-AuBr2）は低温領域で磁性元素を含まない
にもかかわらず、強磁性的な振る舞いを示す興味深い物質である。この磁性は輸送現象に影響を与えるが、転
移温度（Tc）での電気抵抗率の変化はわずかである。またこの塩は結晶化の際に溶媒（CH2Cl2）からCl元素が混
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入することをEPMAから明らかにした。OOSS-AuBr2の新規類似塩、τ-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)2(AuCl2)1+y、略して
（OOSS-AuCl2）は不純物の混入が無く、Tc＝20Kにおいて電気抵抗率に鋭い抵抗上昇が観測されるため、磁性と
伝導の関係を明らかにする上で、より良い物質であるといえる。本研究では、この物質の基底状態を様々な観
点から研究した。 
 電気抵抗率（Tc＝20K）に見られる異常は転移温度以下でも金属性が観測され、NbSe3のCDW転移に良く似てい
る。しかし、低温Ｘ線振動写真からはTc前後で有意な変化はなかった。 
 磁気抵抗の温度依存性からは、この抵抗上昇が磁場で抑制されること、転移温度Tcがわずかに上昇すること
が明らかとなった。これは平均場理論では理解できない。このことから、この抵抗上昇は散乱機構の変化によ
って引き起こされたことを導き出した。 
 磁化率の温度依存性はTcにピーク（カスプ）状の異常を持つ。Tc以下で磁場中冷却（FC）と無磁場冷却（ZFC）
に違いが現れること、磁化曲線にわずかな飽和が観測できること、残留磁化が観測されることから、OOSS-AuBr2
と同様に強磁性が出現することが明らかとなった。 
 磁気抵抗のヒステリシスから、散乱は強磁性ドメイン境界における散乱であることを明らかにした。強磁場
下ではドメイン境界が減少し散乱が抑えられ、量子振動効果（SdH効果）が観測された。強磁場下では系は大変
きれいである（TD＝1.5K）。 
 基底状態の候補は反強磁性に付随した強磁性もしくは、スピングラスである。 
 本研究では、面間電気抵抗率の50Kに見られる幅広い異常に関しても磁気抵抗、電気抵抗率の圧力効果から議
論している。以上のように本論文で得られたこれらの結果は、有機伝導体の物性に関する基礎的なデータを確
立し、また、新しい物理の出発点となる知見を提供した。これらの成果は有機伝導体はもとより、広く強相関
電子物性の物理学の発展に寄与し、更なる発展を期待させるもので、博士（理学）の学位を授与するに値する
ものと審査した。 
